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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月26日(2011.5.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路のメモリを作動させるステップであって、該メモリを作動させることが供給電
圧でメモリに給電することを含むことを特徴とするステップと、
　前記メモリを作動させながら、同時に、集積回路のテストメモリをテストするステップ
であって、前記テストメモリおよび前記メモリの各々が、第１のビットセル構成タイプの
ビットセルを包含することを特徴とするステップと、
　前記テストメモリのテストに基づいて、前記メモリを作動させながら、供給電圧の電圧
レベルを調節するステップと、
を有することを特徴とするメモリに給電する方法。
【請求項２】
　前記テストするステップが、前記テストメモリがテストをパスするテストメモリに給電
するための最小の電圧レベルを判断するステップを含み、
　前記調節するステップが、前記最小の電圧レベルを判断するステップに基づいた電圧レ
ベルで供給電圧を給電することを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　作動電圧レベルで集積回路のメモリに給電するステップと、
　前記集積回路のテストメモリを最初にテストするステップと、
　前記最初のテストに基づいて第１の調節された作動電圧レベルに作動電圧レベルを調節
するステップと、
　最初の調節の後、第１の調節された作動電圧レベルでメモリに給電するステップと、
　前記テストメモリを２回目にテストするステップと、
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　前記２回目のテストに基づいて第２の調節された作動電圧レベルに前記第１の調節され
た作動電圧レベルを調節するステップと、
　前記第１の調節された作動電圧レベルを調節した後、第２の調節された作動電圧レベル
でメモリに給電するステップと、
を有することを特徴とするメモリに給電するための方法。
【請求項４】
　前記最初にテストするステップが、複数の電圧レベルで前記テストメモリに給電し、前
記テストでパスを示す複数の電圧レベルのうち第１の最も低い電圧レベルを求めながら、
前記テストメモリをテストするステップを含み、前記第１の調節された作動電圧レベルが
、前記第１の最も低い電圧レベルに基づいており、
　前記２回目にテストするステップが、複数の電圧レベルで前記テストメモリに給電し、
前記テストでパスを示す複数の電圧レベルのうち２番目に低い電圧レベルを求めながら、
前記テストメモリをテストするステップを含み、前記第２の調節された作動電圧レベルが
、前記２番目に低い電圧レベルに基づいている、
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　集積回路のメモリであって、前記メモリが作動供給電圧を受ける供給端末を含むことを
特徴とするメモリと、
　集積回路のテストメモリであって、前記テストメモリが、前記テストメモリに給電する
ためのテスト供給電圧を受けるためのテスト供給端末を含み、前記テストメモリと前記メ
モリとが、第１のビットセル構成タイプのビットセルを各々含むことを特徴とするテスト
メモリと、
　前記テストメモリの性能を決定し、テストするためのテストメモリに結合されたテスト
回路であって、前記テスト回路が、前記テストメモリがテストをパスするテスト供給端末
で受けられた最も低いテスト供給電圧レベルを見つけるために作動することを特徴とする
テスト回路と、
を有し、
　前記メモリの供給端末が、前記テスト回路によって求められたテストメモリの性能に基
づいたメモリ作動中に調節可能な作動供給電圧を受けるように構成される、
ことを特徴とするシステム。
【請求項６】
　前記テスト回路が、第１の電圧レベルで作動供給電圧に基づいている第１のテスト電圧
レベルで供給されているテスト供給端末を備えたテストメモリをテストし、
　作動供給電圧が、第１のテスト電圧レベルで供給されている間、テストメモリがテスト
をパスする判断に基づいて第２の電圧レベルに対して低いことを特徴とする請求項５に記
載のシステム。
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